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高品質かつ安価な 2インチ AlNテンプレートの作製方法として、サファイア基板上にスパッタ

法を用いて堆積させた AlNを高温アニールする方法(HTA-SP-AlN)[1]がある。もう一つの方法とし

て、スパッタ法を用いて AlN 核形成層を堆積させた後に、MOVPE 法を用いて成長させた AlN 

(MOSP-AlN) を、高温アニールする方法[2]がある。また、微傾斜基板を用いると、HTA-SP-AlN

テンプレート上に AlGaNを成長させる際にヒロックの形成が抑制できることを報告した[3]。本研

究では、微傾斜サファイア基板上に高温アニールMOSP-AlNテンプレートを作製し、同テンプレ

ート上に成長させた AlGaN層の評価を行った。 

はじめにサファイア基板上にスパッタ法を用いて AlNを 10 nm堆積させた後、MOVPE法を用

いて、1300°Cにおいて AlNを 50～500 nm成長させた。次に、大気圧の窒素雰囲気中において、

1700°Cで 3時間アニールを行い、テンプレートを作製した。サファイア基板の微傾斜角は、0.2°、

0.6°および 1.0°である。また、テンプレート上に、高 AlNモル分率の AlGaN層を介して、AlNモ

ル分率約 70%の Si添加 AlGaN層を約 2 μm成長させた。 

Figure 1に、高温アニールMOSPテンプレート上に成長させた AlGaN層の X線ロッキングカー

ブ(XRC)の半値全幅(FWHM)を示す。全ての微傾斜角において、MOVPE 法で成長させた AlN 

(MO-AlN)の厚さが増加すると、

(0002)と(101
_

2)回折の FWHMが

減少した。(0002)回折に比べ、

(101
_

2)回折の減少量が多いこと

から、主に刃状転位成分が減少

していると考えられる。Figure 

2に、高温アニールMOSPテン

プレート上に作製した AlGaN 

LED のエレクトロルミネッセ

ンス(EL)測定結果を示す。LED

の発光波長は 275 nmであった。 
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Figure 1 Thickness dependence 

of MO-AlN on XRC-FWHMs 

of AlGaN films. 

Figure 2 EL spectrum of 

LED grown on MOSP 

template. 1
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